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(57) Rezumat:
1

Inventia se refera la  tehnologia
semiconductorilor §i poate fi utilizatd, in
special, in convertoarele fotovoltaice.

Procedeul de crestere a structurii p*InP-p’
InP-n"CdS pentru celule fotovoltaice constd in
aceea ca se¢ prelucreazd in toluen si alcool
izopropilic un substrat, executat in forma de
plachetd din p*InP cu orientarea cristalografici
(100), cu dezorientarea de 3...5° in directia
(110) si concentratia purtdtorilor de sarcind de
10" cm™, apoi acesta se corodeazi in solutie
de 5% Br, in metanol, se spald in alcool
izopropilic, se usucd in vaporii acestuia si se
plaseaza intr-un reactor pe un suport.
Reactorul se purjeaza cu hidrogen timp de cel

2
putin o ord, dupd carc se majoreazd
temperatura in acesta pana la 670°C si se
corodeaza substratul. Pe substrat se creste si se
corodeazd un strat din pInP, pe care se creste
un al doilea strat din pInP. Semifabricatul
obtinut se scoate din reactor §i se introduce
intr-un reactor pentru cresterea prin metoda
volumului cuaziinchis, in care se creste un strat
din n*CdS la temperatura de 710°C. Se depune
un contact ohmic din Ag+Zn pe partea
posterioard a substratului i se trateaza termic
la temperatura de 500°C, ulterior se depune un
contact ohmic din In pe stratul din n*CdS si se
trateaza termic la temperatura de 260°C.
Revendiciri: 1



(54) Method for p*InP-p InP-n*CdS structure growth for photovoltaic cells

(57) Abstract:
1

The invention relates to semiconductor
technology and can be used, in particular, in
the photoelectric converters.

The method for p'InP-pInP-n"CdS
structure growth for photovoltaic cells consists
in that in toluene and isopropyl alcohol is
treated a substrate, made in the form of a p‘InP
plate with crystallographic orientation (100),
with misorientation of 3...5° in direction (110)
and charge carrier concentration of 10'® cm?,
then it is etched m a 5% Br, solution in
methanol, washed in isopropyl alcohol, dried
m its vapors and placed in a reactor on a
support. The reactor is purged with hydrogen
for at least one hour, after which the

2
temperature is raised therein to 670°C and is
etched the substrate. On the substrate is grown
and etched a pInP layer, on which is grown a
second pInP layer. The resulting workblank is
removed from the reactor and introduced in a
reactor for growth by the method of quasi-
closed volume, in which is grown a n*CdS
layer at a temperature of 710°C. It is applied an
ohmic contact of Ag+Zn on the opposite side
of the substrate and is thermally treated at a
temperature of 500°C, then is applied an ohmic
contact of In on the n*CdS layer and is
thermally treated at a temperature of 260°C.
Claims: 1

(54) Cnoco6 pocra crpykrypbl p InP-p InP-n"CdS pas gporodekrpuueckux

2JIEMEHTOB
(57) Pegepar:
1
I/I306peTeHHe OTHOCHTCA K TCXHOJIOI'HH
TIOITYIIPOBOAHHUKOB u MOXKCT OBITE
HCIIOJIB30BAaHO, B YaCTHOCTH, B

(hOTOTEKTPHUECKUX IPEOOPA30BATEILIX.
Crocob pocra  cTpykTypsl P InP-pnP-
n*CdS /11 (OTOIEKTPUUECKHX 3IIEMEHTOB
COCTOHT B TOM, 4TO B TOIyole W
H30IPOMMIOBOM  CIIUPTE  00padaThIBAIOT
MIOJITIOKKY, BBHITOJHCHHYIO B BHJIC IUTATHI H3
p'InP ¢ xpucTamIOrpapUIecKoi OpUeHTAIEH
(100), ¢  pasopuecHTarmer  3...5° B
mampasinernu  (110) u ¢ KoHIEHTparuei
HOCcHTeeH 3apaga 10" cm™, 3aTem ee TpaBsaT B
pactBope 5% Br, B MeTaHONE, MOIOT B
U30IPOIIIIIOBOM CITHPTE, CYIIAT B €ro Iapax u
IIOMEIITAIOT B PEAKTOp Ha MOJICTaBKy. PeakTop
IIPOIYBACTCS BOJOPOIOM B TCUCHUE HE MCHEE

2
gaca, IIOCIIE Yero IOBBIAIT TEMIEPATypy B
HeM Jo 670°C m TpaBarT momnoxky. Ha
IOJUTOJKKE BBIPAIMBAIOT M TPABAT clIoi pInP,
Ha KOTOPOM BBIPAIIHBAIOT BTOpoH citoi pInP.
IlonydeHHYI0  3aroTOBKY  BBIHUMAIOT M3
peaxkTopa U IIOMENIAIT B PEAKTOp AL pocTa
CIIOcOOOM  KBa3H3aKpHITOrO  o0beMa, B
KOTOpOM  BhIpammBaroT ciod n'CdS mpu
teMmieparype 710°C. Hanocar omudeckuit
KOHTaKT u3 Ag+Zn Ha OOpaTHYH CTOPOHY
HO/IOKKH U TEPMHUCCKH 00padaTHIBAIOT IIPH
TEMIIEpaType 500°C, 3aTEM HaHOCAT
OMHUYECKHIT KOHTakT u3 In Ha cnoit n'CdS u
TEPMHUCCKH 00palaThIBAIOT IIPH TEMIIEPAType
260°C.
I1. popmymsr: 1
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Descriere:

Inventia se refera la tehnologia semiconductorilor si poate fi utilizatd, in special, in
convertoarele fotovoltaice.

Este cunoscut procedeul de preparare a structurii p*InP-n*CdS prin metoda volumului
cuaziinchis in hidrogen. Structura p*InP-n*CdS este crescutd pe un substrat din p*InP cu
concentratia purtitorilor de sarcini de 9-10" cm™, suprafata de 25 mm” §i grosimea de 0,4
mm. Stratul din n*CdS este crescut la temperaturile sursei de 800°C si a substratului de
710°C [1].

Neajunsul acestui procedeu constd in suprafata micd de depunere a stratului din n*CdS,
fapt ce limiteaza productivitatea.

Cea mai apropiatd solutie este procedeul de crestere a structurii p*InP-p TnP-n*CdS in flux
de hidrogen. In calitate de substrat a fost utilizatd o plachetd din p'InP cu orientarea
cristalografica (100), cu dezorientarea de 3...5° in directia (110), care se degreseaza in toluen,
se usucd 1n vaporii de alcool izopropilic, se corodeaza in solutie de 5% Br, in metanol, se
usucd In vaporii de alcool izopropilic, se plaseazd intr-un reactor, reactorul se purjeazd cu
hidrogen, se stabilesc temperaturile de crestere si prin metoda epitaxiald in volum deschis
(In-PCls-H,) la temperatura de 670°C se creste structura p'InP-p InP. Se riceste reactorul, se
scoate semifabricatul cu structura p'InP-pInP si se introduce intr-un alt reactor si prin
metoda volumului cuaziinchis la temperatura substratului de 710°C si a sursei de 800°C se
depune stratul n*CdS. Se depune un contact ohmic din Ag+Zn pe partea posterioard a
substratului si se trateaza termic la temperatura de 500°C, ulterior se depune un contact
ohmic din In pe stratul din n*CdS si se trateazi termic la temperatura de 260°C [2)].

Dezavantajul acestui procedeu constd in faptul cd randamentul celulei fotovoltaice din
p InP-p InP-n*CdS este limitat de marimea tensiunii de scurtcircuit (U,=0,8 V).

Problema pe care o rezolva inventia constd in posibilitatea confectiondrii celulei
fotovoltaice cu structura pInP-pTnP-n*CdS cu randamentul majorat datoritd majordrii
tensiunii de scurtcircuit.

Procedeul constd in faptul ¢ se prelucreaza in toluen si alcool izopropilic un substrat,
executat in form3 de plachetd din p*InP cu orientarea cristalograficd (100), cu dezorientarea
de 3...5° in directia (110) si concentratia purtitorilor de sarcini de 10'® cm™, apoi acesta se
corodeaza in solutie de 5% Br, in metanol, se spald in alcool izopropilic, se usucd in vaporii
acestuia §i se plaseaza intr-un reactor pe un suport; reactorul se purjeazd cu hidrogen timp de
cel putin o ora, dupd care se majoreazd temperatura in acesta pand la 670°C si se corodeaza
substratul. Pe substrat se creste si se corodeazd un strat din pInP, pe care se creste un al
doilea strat din p'InP. Semifabricatul obtinut se scoate din reactor i se introduce intr-un
reactor pentru cresterea prin metoda volumului cuaziinchis, in care se creste un strat din
n*CdS la temperatura de 710°C. Se depune un contact ohmic din Ag+/n pe partea
posterioard a substratului si se trateazd termic la temperatura de 500°C, ulterior se depune un
contact ohmic din In pe stratul din n*CdS si se trateazd termic la temperatura de 260°C.

Rezultatul tehnic al inventiei consti in majorarea randamentului structurii p*InP-p’InP-
n*CdS.

Acest rezultat se datoreaza cresterii repetate a stratului din pInP in structura p*InP-pInP-
n*CdS, ceea ce permite ameliorarea parametrilor la confectionarea dispozitivelor
fotovoltaice.

Exemplu de realizare a procedeului

Plachetele din p*InP se prelucreazi in toluen si alcool izopropilic, se corodeaza in solutie
de 5% Br, In metanol, se spald in alcool izopropilic, se usucd in vaporii acestuia §i se
plaseaza in reactor pe un suport. Reactorul se purjeaza cu hidrogen timp de cel putin o ord, se
majoreaza temperatura in acesta pand la temperatura de crestere de 670°C, se corodeaza in
gaz la aceeasi temperaturd, se creste stratul din pInP si se corodeaza in Hy+PCls, se creste al
doilea strat din p'InP si se stopeaza alimentarea cuptorului. Semifabricatul obtinut se scoate
din reactor, se introduce in alt reactor pentru cresterea prin metoda volumului cuaziinchis, in
care se creste un strat din n*CdS la temperatura de 710°C. Ulterior se depune un contact
ohmic din Ag+Zn pe partea posterioard a substratului si se trateazad termic la temperatura de
500°C, se depune un contact ohmic din In pe stratul din n*CdS si se trateazi termic la
temperatura de 260°C.
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(57) Revendicari:

Procedeu de crestere a structurii p*InP-p mP-n*CdS pentru celule fotovoltaice, care consti
in aceea cd se prelucreazd in toluen si alcool izopropilic un substrat, executat in formd de
plachetd din p'InP cu orientarea cristalograficd (100), cu dezorientarea de 3...5° in directia
(110) si concentratia purtatorilor de sarcin de 10" ¢cm™, apoi acesta se corodeazi in solutie
de 5% Br, In metanol, se spald in alcool izopropilic, se usucd in vaporii acestuia §i se
plaseaza intr-un reactor pe un suport; reactorul se purjeaza cu hidrogen timp de cel putin o
ord, dupa care se majoreaza temperatura in acesta pand la 670°C si se corodeaza substratul;
pe substrat se creste si se corodeazd un strat din pInP, pe care se creste un al doilea strat din
pInP; se scoate semifabricatul obtinut din reactor si se introduce intr-un reactor pentru
cresterea prin metoda volumului cuaziinchis, in care se creste un strat din n*CdS la
temperatura de 710°C; se depune un contact ohmic din Ag+Zn pe partea posterioard a
substratului si se trateazd termic la temperatura de 500°C, ulterior se depune un contact
ohmic din In pe stratul din n*CdS si se trateaza termic la temperatura de 260°C.
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